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Figure 4

(57) Abstract : The present invention relates to a method of controlling an ion implanter comprising a plasma power supply (AP)
and a substrate power supply (PS), said substrate power supply comprising: « - an electricity generator (HT), « - a first switch (SW1)
connected between the generator and the output terminal of said substrate power supply, ¢ - a second switch (SW2) connected bet -
ween the output terminal and a neutralising terminal, method comprising an implantation phase (A-D) and a neutralisation phase (E-
H). This method also comprises a relaxation phase (C-F) which overlaps the implantation phase and the neutralisation phase, relaxa-
tion phase during which the plasma power supply is inactivated. Furthermore, the neutralisation phase comprises a preliminary step
(E-F) to close the second switch, said preliminary step being followed by a cancellation step (F-G) to activate the plasma power sup -
ply (AP). Figure to be published: figure 4.
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La présente invention concerne un procédé de commande d'un im— planteur ionique comportant une alimentation plasma (AP) et
une ali—~ mentation substrat (PS), cette alimentation substrat comprenant : * - un générateur électrique (HT), ¢ - un premier inter-
rupteur (SW1) raccordé entre le générateur et la borne de sortie de cette alimentation substrat, * - un deuxiéme interrupteur (SW2)
raccordé entre la borne de sortie et une borne de neutralisation, procédé comportant une phase d'implantation (A-D) et une phase
de neutralisation (E-H). Ce procédé comporte de plus une phase de relaxation (C-F) qui che— vauche la phase d'implantation et la
phase de neutralisation, phase de relaxation durant laquelle l'alimentation plasma est inactivée. En outre, la phase de neutralisation
comprend une étape préliminaire (E-F) pour fermer le deuxiéme interrupteur, cette étape préliminaire étant suivie par une étape
d'annulation (F-G) pour activer l'alimenta— tion plasma (AP). Figure a publier : figure 4.



